Контрольна робота № 2 з радіоелектроніки
	Білет № 1

	


	1.На резонансній частоті зображений на рисунку  
резонансний підсилювач  дає підсилення Ко =100.
Яким буде коефіцієнт підсилення для сигналу, 
віддаленого по частоті від резонансної на 100 кГц?

Дані: L= 200 мкГн; С=200 пкФ;

r = 25 Ом ; h 22Е = 50 мкСм.



	



	2.Чому дорівнює коефіцієнт  підсилення
емітерного  повторювача           

К=VВИХ /е ,якщо  R Г = 3,5 кОм ;

R Е= 300 Ом ; h 11Е =500 Ом;

h 21Е = 19?


Білет № 2
	
	1.Використовуючи  схему  Джіоколетто (намалюйте ),  обчисліть коефіцієнт підсилення
та верхню граничну частоту підсилювального каскаду на біполярному транзисторі.

Дані схеми Джіоколетто: r Б1Е =400 Ом ;r БІБ =100 Ом; r КЕ=50  кОм; СЕ =500 пкФ  
                                            СК = 10 пФ ; S = 100 мА / В.

 Навантажувальний опір  R Н= 1,0 кОм; його шунтує  ємність С Н =100 пкФ ;

внутрішній опір генератора R Г =0 

 Письмово поясніть чому ємність С К впливає на частотні властивості каскаду. 

 

	
	

	


	2.  Диференціальний підсилювач повинен давати 
коефіцієнти підсилення по виходах 1 та 2 (тобто між виходами 1 
та 2 і землею)  KP 1,,2 =20  та   ослаблення по синфазному сигналу 
Косс =60 дБ. Розрахувати елементи схеми RK та RE. 

h11E=1кОм; h21E=50; h22E=0.                                                                   




Білет № 3
 1.Намалюйте схему струмового дзеркала.  Розрахуйте його диференціальний опір при таких значеннях елементів схеми та параметрів транзисторів:

R Е =1 кОм; R  Б1 = 15 кОм;  R Б2 = 5 кОм; h 11Е =250 Ом; h 21Е =49; h 22Е =50 мкСм.

 2.Показати (в літерах), що в резонансному підсилювачі при оптимальному узгоджені контуру з вихідною провідністю транзистора h 22Е смуга пропускання  контуру розширюється вдвічі порівняно зі смугою пропускання “чистого” контуру.

Білет № 4
 1.Від джерела напруги  з  внутрішнім опором 10 кОм  сигнал потрібно передати до споживача  з вхідним опором 500 Ом.

   Запропонуйте схему узгодження джерела зі споживачем. Розрахуйте запропоновану схему, якщо у вашому  розпорядженні є транзистор з параметрами: h 11Е =1 кОм; h 21Е =100.

Який буде коефіцієнт передачі напруги від джерела до виходу?

  Режим роботи транзистора : U КЕ =5 В;  I К = 5 мА; I Б =0,1 мА.

  2.Викорисовуючи операційний підсилювач, 
     скласти схему суматора трьох напруг.

   Розрахувати елементи цієї схеми 

   Дані операційного підсилювача (ОП) : R ВХ =400 кОм.

   Формула підсумовування: U ВИХ = - ( 2 U1 + 3 U 2  + 5 U3 ).

Білет № 5
  1.У скільки разів відрізняється “зовнішній” коефіцієнт підсилення підсилювача на біполярному транзисторі К ЗОВН =U ВИХ./U БЕ   від його “внутрішнього” коефіцієнта підсилення К ВНУТР =U ВИХ../U Б1Е ?

     Вказівка: для розв*язання задачі скористайтеся схемою Джіоколетто.

      Частоту сигналів вважати досить низькою ( (( Е ;  (( Н <<1 ).

	


	 2.Розрахувати коефіцієнт підсилення 

каскаду  ППН, а також потрібну величину Е С .Поясніть письмово призначення подільника R 1 R 2  та визначте  величину опорів, з яких він складений.
Дані: U КЕО =10В; I К =3 мА; I Д =1 мА;

h 11Е= 1 кОм; h 21Е =50;  h 22Е=100 мкСм; Е К =16 В; R 1 = R 2 .




Білет № 6
       1.Амплітудно-частотна та фазово-частотна характеристики операційного підсилювача мають вид 

                   К(() =K o /( 1+(( /( 0 ) 2 ( 3 /2   ; ( К = 3 arctg((/( o) ,   


де К о = 10 3 ; ( о =10 6 с --1. Підсилювач охоплений  НЗЗ з ( =0,01.

    Чи відбувається самозбудження підсилювача? Якщо так, то на якій частоті?

	


	2.Розрахувати коефіцієнт підсилення та

смугу пропускання резонансного підсилю-

вача, зображеного на рисунку.

Дані: L= 100 мкГн; С=100 пФ; r=20 Ом;

h 11Е = 1 кОм; h 21Е =10; h 22Е =40 мкСм.
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Білет № 7
	



	1.У резонансному підсилювачі параметри контуру : L=100 мкГн ; С=100 пФ; r=50 Ом.

Параметри транзистора ( на низькій частоті): h 11Е =500 Ом; h 21Е =50; h 22Е =

100 мкСм.  Гранична частота f h21Е = =0,7Мгц.
Чому дорівнюватиме коефіцієнт підсилення каскаду на резонансній  частоті? Впливом бар’єрної ємності нехтувати.




  2.  Скласти принципову схему підсилювача постійного струму (ППС) для вимірювання малих повільно змінних  струмів порядку 10 -12  А.

  Описати,  в чому полягають  труднощі вимірювання таких малих струмів та як ці труднощі долаються у вашій схемі.

Білет № 8
	


	1.Визначте   положення  точки  “b”

підключення транзистора до контуру, щоб коефіцієнт підсилення по виходу був максимальним. Чому при цьому він буде дорівнювати?
Дані:L=200 мкГн; С=200 пФ; r = 25 Ом; h 11Е =1 кОм; h 21Е = 20; h 22Е =

100 мкСм. 




2.Намалюйте схему інвертуючого включення операційного підсилювач(ОП).

Виведіть вираз для коефіцієнта підсилення цієї системи  та розрахуйте її 

елементи, щоб вона забезпечувала підсилення 20 дБ. Яким при цьому буде 

вхідний опір системи?

Дані: коефіцієнт підсилення ОП  К=5.10 4  ;вхідний опір R ВХ  ( 400 кОм.

Виконати умову: R ЗВ, R 1 << R ВХ (запас у 10 разів).
Білет № 9
	


	1.   В резонансному підсилювачі 
L ao = 200 мкГн; С=200 пФ; r =25 Ом;

h 22Е =100 мкСм.
Яка потрібна індуктивність L bo , щоб

смуга пропускання підсилювача 

становила ( = 2.10 5 c- 1 ?




2.Параметри схеми Джіоколетто: S=30 мА/В; r Б1Е  =500 Ом; r Б1Б =1ґ00 Ом ; С Е =200 пФ; r КЕ ,=10 кОм; С К =3 пФ. Транзистор навантажений опором rН=5кОм, який зашунтований ємністю С Н =20 пФ. 

Внутрішній опір генератора вхідного сигналу R Г  = 0.

Чому дорівнюватиме коефіцієнт підсилення на частоті f = 2 МГц?
Білет № 10
 1.Намалюйте схему струмового дзеркала. 
     Розрахуйте його диференціальний опір при таких значеннях елементів схеми та параметрів транзисторів:

R Е =1 кОм; R  Б1 = 15 кОм;  R Б2 = 5 кОм; h 11Е =250 Ом; h 21Е =49; h 22Е =50 мкСм.

 2.Показати (в літерах), що в резонансному підсилювачі при оптимальному узгоджені контура з вихідною провідністю транзистора h 22Е смуга пропускання  контура розширюється вдвічі порівняно зі смугою пропускання “чистого” контура.
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